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Prof. Skotnicki na PW o nanometrowych uktadach CMOS

O nanometrowych ukltadach CMOS w elektronice terabitowej opowie 5 listopada na
Politechnice Warszawskiej prof. Tomasz Skotnicki. Wybitny specjalista w dziedzinie
budowy urzadzen potprzewodnikowych, zajmuje obecnie kierownicze stanowisko w
jednej z pieciu najwiekszych na swiecie firm produkujacych polprzewodniki -
STMicroelectronics.

Spotkanie organizuje Centrum Studiow Zaawansowanych PW.

CMOS to opracowana ok. 40 lat temu w Stanach Zjednoczonych technologia wytwarzania uktadow
scalonych, sktadajacych sie z odpowiednio ze soba potaczonych tranzystorow. Dzieki cigghym
modyfikacjom i udoskonaleniom pozwala ona obecnie taczy¢ ze soba nie jak pierwotnie kilka czy
kilkanascie, ale nawet miliard ciasno upakowanych w ukiadzie tranzystorow z pamiecia terabitowg
(terabit to jednostka pamieci rowna bilionowi bitow).

Jednak wraz z postepem miniaturyzacji tranzystorow i uktadow pojawiaja sie takze nowe
wyzwania, ktorym technologia stara sie sprostac.

Na przyktad - jak czytamy w streszczeniu wyktadu zamieszczonym na stronie internetowej Centrum
Studiow Zaawansowanych PW - nominalna dtugosc bramki tranzystora dla najbardziej
zaawansowanych technologii CMOS, ktore sg jeszcze w fazie prac rozwojowych, wynosi okoto 20
nanometrow. Oznacza to nie wiecej niz 60 atomow krzemu wzdtuz kanatu tranzystora. W planach
rozwojowych przemystu przewiduje sie, ze okoto roku 2020 diugosc bramki wyniesie 6 nanometrow,
czyli nie wiecej niz 20 atomow krzemu wzdtuz kanatu. W tych warunkach ani technologia produkgii,
ani przeptyw elektronow w tranzystorze nie moga byc rozwazane jako procesy o charakterze
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Prof. Skotnicki na PW o nanometrowych ukladach CMOS

O nanometrowych uktadach CMOS w elektronice terabitowej opowie 5 listopada na Politechnice Warszawskiej prof. Tomasz Skotnicki.
Wybitny specjalista w dziedzinie budowy urzadzen potprzewodnikowych, zajmuje obecnie kierownicze stanowisko w jednej z pieciu
najwigkszych na $wiecie firm produkujacych potprzewodniki - STMicroelectronics.

Spotkanie organizuje Centrum Studiéw Zaawansowanych PW.

CMOS to opracowana ok. 40 lat temu w Stanach Zjednoczonych technologia wytwarzania uktadow scalonych, sktadajacych si¢ z odpowiednio
ze sobg potaczonych tranzystorow. Dzigki cigglym modyfikacjom i udoskonaleniom pozwala ona obecnie tgczy¢ ze sobg nie jak pierwotnie kilka
czy kilkanascie, ale nawet miliard ciasno upakowanych w uktadzie tranzystoréw z pamigcig terabitowg (terabit to jednostka pamieci réwna
bilionowi bitéw).

Jednak wraz z postepem miniaturyzacji tranzystorow i uktadow pojawiaja si¢ takze nowe wyzwania, ktorym technologia stara si¢ sprostaé.

Na przyklad - jak czytamy w streszczeniu wyktadu zamieszczonym na stronie internetowej Centrum Studiow Zaawansowanych PW - nominalna
dhugos¢ bramki tranzystora dla najbardziej zaawansowanych technologii CMOS, ktore sa jeszcze w fazie prac rozwojowych, wynosi okoto 20
nanometréw. Oznacza to nie wigcej niz 60 atomow krzemu wzdtuz kanatu tranzystora. W planach rozwojowych przemystu przewiduje sig, ze
okoto roku 2020 dtugos¢ bramki wyniesie 6 nanometrow, czyli nie wigcej niz 20 atomoéw krzemu wzdtuz kanatu. W tych warunkach ani
technologia produkcji, ani przeptyw elektrondw w tranzystorze nie moga by¢ rozwazane jako procesy o charakterze ciggltym, ktorymi rzadza
prawa wynikajace z usrednienia wielkich liczb.

W dodatku elektrony w kanale podlegaja wigzom kwantowym oraz poruszaja si¢ w obszarze, w ktorym panuja silne naprezenia mechaniczne, co
zmienia strukturg pasm energetycznych potprzewodnika. Procesy produkcyjne coraz bardziej przypominaja manipulowanie pojedynczymi
atomami, a nie obrobke materiatu o charakterze cigglym. Wystarczy zauwazy¢, ze liczba atoméw domieszki, ktdre nalezy wprowadzi¢ w obszar
aktywny kanatu tranzystora o dtugo$ci bramki 20 nanometrow, jest rzedu 4 atomow.

Ta liczba atomdw, podobnie jak wszystkie wymiary, grubosci obszarow i ich fizyczne wlasciwosci - pisze w streszczeniu prof. Skotnicki - musza
by¢ powtorzone doktadnie i1 $cisle dla miliarda tranzystorow tworzacych wspoétczesny duzy uktad scalony. Ten miliard bardzo ciasno



upakowanych tranzystorow bedzie w uktadzie bedzie stuzyt do przetwarzania i przechowywania informacji i tym samym begdzie rozpraszaé

energi¢. Gdy uswiadomimy sobie to wszystko, mozemy zdac¢ sobie sprawe z tego, jak gigantyczne problemy musi pokona¢ przemyst
potprzewodnikowy...

Wyktad rozpocznie si¢ o godz. 16.00 w Gmachu Elektroniki PW.
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